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요약

본 발명은 액정 표시 장치용 어레이 기판 및 그의 제조 방법에 관한 것이다.

어레이 기판을 제조하는 과정에서 드레인 전극 상부에 보호층을 증착하고 콘택홀을 형성할 때 보호층의 표면이 오염될 
수 있는데, 이러한 오염은 화소 전극 물질과 보호층의 접착력을 약화시켜 화소 전극 식각액의 침투를 유발한다. 이에 따
라 콘택홀 부분의 드레인 전극이 부식되어 화소 전극과 드레인 전극 간의 단선이 발생한다.

본 발명에서는 드레인 전극 상부에 보호층을 증착하고 패터닝하여, 드레인 전극의 우단부 상면 및 측면을 드러내는 콘
택홀을 형성함으로써, 화소 전극이 드레인 전극과 평면 및 측면 접촉하도록 한다. 따라서, 화소 전극과 드레인 전극 간
의 단선을 방지할 수 있다.

대표도
도 6

색인어
보호층 오염, 부식, 단선, 마스크
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 액정 표시 장치용 어레이 기판의 평면도.

도 2는 도 1에서 Ⅱ-Ⅱ선을 따라 자른 단면도.

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정 표시 장치용 어레이 기판의 평면도.

도 4는 도 3에서 Ⅳ-Ⅳ선을 따라 자른 단면도.

도 5a 내지 도 5e는 본 발명의 제 1 실시예에 따라 어레이 기판을 제조하는 과정을 도시한 단면도.

도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정 표시 장치용 어레이 기판의 평면도.

도 7은 도 6에서 Ⅶ-Ⅶ선을 따라 자른 단면도.

도 8a 내지 도 8d는 본 발명의 제 2 실시예에 따라 어레이 기판을 제조하는 과정을 도시한 단면도.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치용 어레이 기판 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

일반적으로 액정 표시 장치는 전극이 각각 형성되어 있는 두 기판을 두 전극이 형성되어 있는 면이 마주 대하도록 배치
하고 두 기판 사이에 액정 물질을 주입한 다음, 두 전극에 전압을 인가하여 생성되는 전기장에 의해 액정 분자를 움직이
게 함으로써, 이에 따라 달라지는 빛의 투과율에 의해 화상을 표현하는 장치이다.

액정 표시 장치는 다양한 형태로 이루어질 수 있는데, 현재 박막 트랜지스터와 박막 트랜지스터에 연결된 화소 전극이 
행렬 방식으로 배열된 능동 행렬 액정 표시 장치(Active Matrix LCD : AM-LCD)가 해상도 및 동영상 구현 능력이 
우수하여 가장 주목받고 있다.

이러한 액정 표시 장치는 하부의 어레이 기판에 화소 전극이 형성되어 있고 상부 기판인 컬러 필터 기판에 공통 전극이 
형성되어 있는 구조로, 상하로 걸리는 기판에 수직한 방향의 전기장에 의해 액정 분자를 구동하는 방식이다. 이는, 투과
율과 개구율 등의 특성이 우수하며, 상판의 공통 전극이 접지 역할을 하게 되어 정전기로 인한 액정셀의 파괴를 방지할 
수 있다.

액정 표시 장치의 상부 기판은 화소 전극 이외의 부분에서 발생하는 빛샘 현상을 막기 위해 블랙 매트릭스(black mat
rix)를 더 포함한다.

한편, 액정 표시 장치의 하부 기판인 어레이 기판은 박막을 증착하고 마스크를 이용하여 사진 식각하는 공정을 여러 번 
반복함으로써 형성되는데, 통상적으로 마스크 수는 5장 내지 6장이 사용되고 있으며, 마스크의 수가 어레이 기판을 제
조하는 공정수를 나타낸다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 종래의 액정 표시 장치용 어레이 기판에 대하여 설명한다.
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도 1은 종래의 액정 표시 장치용 어레이 기판에 대한 평면도이고, 도 2는 도 1에서 Ⅱ-Ⅱ선을 따라 자른 단면도이다.

도 1 및 도 2에 도시한 바와 같이, 액정 표시 장치용 어레이 기판에서는 투명한 절연 기판(10) 위에 가로 방향을 가지
는 게이트 배선(21)과, 게이트 배선(21)에서 연장된 게이트 전극(22)이 형성되어 있다.

게이트 배선(21)과 게이트 전극(22) 상부에는 게이트 절연막(30)이 형성되어 있으며, 그 위에 액티브층(41)과 오믹 
콘택층(51, 52)이 순차적으로 형성되어 있다.

오믹 콘택층(51, 52) 위에는 게이트 배선(21)과 직교하는 데이터 배선(61), 데이터 배선(61)에서 연장된 소스 전극
(62), 게이트 전극(22)을 중심으로 소스 전극(62)과 마주 대하고 있는 드레인 전극(63) 및 게이트 배선(21)과 중첩
하는 캐패시터 전극(65)이 형성되어 있다.

데이터 배선(61)과 소스 및 드레인 전극(62, 63), 그리고 캐패시터 전극(65)은 보호층(70)으로 덮여 있으며, 보호층
(70)은 드레인 전극(63)과 캐패시터 전극(65)을 각각 드러내는 제 1 및 제 2 콘택홀(71, 72)을 가진다.

게이트 배선(21)과 데이터 배선(61)이 교차하여 정의되는 화소 영역의 보호층(70) 상부에는 인듐-틴-옥사이드(ind
ium-tin-oxide ; 이하 ITO라고 함)로 이루어진 화소 전극(81)이 형성되어 있는데, 화소 전극(81)은 제 1 및 제 2 
콘택홀(71, 72)을 통해 각각 드레인 전극(62) 및 캐패시터 전극(65)과 연결되어 있다.

    
이러한 어레이 기판에서 콘택홀(71, 72)은 보호층(70)을 증착하고 사진 식각함으로써 형성되는데, 사진 식각 공정에
서 식각 및 세정 후 건조할 때 건조가 제대로 이루어지지 않아 유기막 오염이 발생하거나 공정 장비 내의 불순물 등에 
의해 보호층(70)의 표면이 오염된다. 이러한 오염은 화소 전극(81)을 형성하기 위해 ITO층을 증착하였을 때, ITO층
과 보호층(70) 사이의 접착력을 약화시켜 ITO 식각액이 ITO층과 보호층(70)의 계면으로 침투하게 되고, 침투된 식각
액에 의해 콘택홀(71) 부분의 드레인 전극(63)이 부식되어 드레인 전극(63)과 화소 전극(81) 사이에 단선이 발생된
다.
    

또한, 여기서 드레인 전극(63)과 화소 전극(81)은 콘택홀(71)을 통해 접촉이 이루어지므로, 화소 전극(81)과 중첩되
는 드레인 전극(63) 부분은 콘택홀(71)이 형성되기 위해 일정 값 이상의 크기를 가져야 한다. 그런데, 드레인 전극(6
3)은 불투명한 물질로 이루어지므로 화소 전극(81)과 중첩되는 부분이 클수록 개구율이 감소되는 문제가 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 본 발명의 목적은 드레인 전극과 화소 전극 사이의 
불량을 방지할 수 있는 액정 표시 장치용 어레이 기판 및 그 제조 방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 다른 목적은 액정 표시 장치의 개구율을 향상시킬 수 있는 어레이 기판 및 그 제조 방법을 제공하는 것이다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기한 목적을 달성하기 위해 본 발명에 따른 액정 표시 장치용 어레이 기판에서는 절연 기판 상에 서로 교차하여 화소 
영역을 정의하는 다수의 게이트 배선과 데이터 배선이 형성되어 있고, 게이트 배선 및 데이터 배선과 전기적으로 연결
되어 있으며, 게이트 전극과 소스 전극 및 드레인 전극으로 이루어진 다수의 박막 트랜지스터가 형성되어 있다. 이어, 
게이트 배선과 데이터 배선 및 박막 트랜지스터 상부에는 이들을 덮고 있으며, 드레인 전극의 우단부 상면 및 측면을 드
러내는 콘택홀을 가지는 보호층이 형성되어 있다. 다음, 화소 영역에는 콘택홀을 통해 드레인 전극과 평면 및 측면 접촉
하는 화소 전극이 형성되어 있다.
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여기서, 박막 트랜지스터는 반도체층을 더 포함하며, 반도체층은 소스 및 드레인 전극 사이를 제외하고 데이터 배선, 그
리고 소스 및 드레인 전극과 같은 모양으로 이루어질 수 있다.

    
본 발명의 다른 실시예에 의한 액정 표시 장치용 어레이 기판에서는 기판 위에 일 방향을 가지는 다수의 게이트 배선과 
게이트 배선에 연결되어 있는 게이트 전극이 형성되어 있다. 게이트 배선과 게이트 전극 상부에는 게이트 절연막이 형
성되어 있고, 그 위에 반도체층과 오믹 콘택층이 순차적으로 형성되어 있다. 다음, 오믹 콘택층 상부에는 게이트 배선과 
교차하여 화소 영역을 정의하는 데이터 배선, 데이터 배선에서 연장된 소스 전극 및 소스 전극 맞은편에 위치하는 드레
인 전극이 형성되어 있다. 이어, 데이터 배선과 및 상기 게이트 배선의 교차 부분과 소스 및 드레인 전극 상부에는 이들
을 덮고 있으며, 드레인 전극의 우단부에서는 " ㄷ" 자 모양으로 이루어져 드레인 전극의 상면 및 측면을 동시에 노출하
는 보호층이 형성되어 있다. 다음, 화소 영역에는 드레인 전극과 연결되어 있는 화소 전극이 형성되어 있다. 여기서, 오
믹 콘택층은 데이터 배선, 소스 및 드레인 전극과 같은 모양을 가지며, 반도체층은 소스 및 드레인 전극 사이를 제외하
고 데이터 배선, 그리고 소스 및 드레인 전극과 동일한 모양으로 이루어진다.
    

    
한편, 본 발명에 따른 액정 표시 장치용 어레이 기판에서는 기판을 구비하고, 기판 위에 게이트 배선과 게이트 전극을 
형성한다. 이어, 게이트 배선 및 게이트 전극 상부에 게이트 절연막을 형성하고, 게이트 전극 상부의 게이트 절연막 위
에 반도체층 및 오믹 콘택층을 순차적으로 형성한다. 다음, 오믹 콘택층 위에 데이터 배선과 소스 전극 및 드레인 전극
을 형성한 후, 데이터 배선 상부에 절연막을 형성하고 패터닝하여, 드레인 전극의 우단부 상면 및 측면을 드러내는 콘택
홀을 가지는 보호층을 형성한다. 다음, 보호층 상부에 투명 도전 물질을 증착하고 패터닝하여, 콘택홀을 통해 드레인 전
극과 접촉하는 화소 전극을 형성한다.
    

여기서, 반도체층과 오믹 콘택층, 데이터 배선, 그리고 소스 및 드레인 전극은 동일한 공정에서 형성될 수 있다.

    
본 발명에 다른 실시예에 따른 액정 표시 장치용 어레이 기판의 제조 방법에서는 기판을 구비한 후, 기판 위에 금속 물
질을 증착하고 제 1 마스크로 패터닝하여 게이트 배선과 게이트 전극을 형성한다. 이어, 게이트 절연막, 비정질 실리콘
층, 불순물 비정질 실리콘층 및 금속층을 순차적으로 증착하고, 제 2 마스크로 금속층과 불순물 비정질 실리콘층 및 비
정질 실리콘층을 차례로 패터닝하여 반도체층과 오믹 콘택층, 데이터 배선, 그리고 소스 전극 및 드레인 전극을 형성한
다. 다음, 데이터 배선 상부에 절연 물질을 증착하고, 제 3 마스크를 이용한 패터닝 공정으로 데이터 배선 및 게이트 배
선의 교차 부분과 소스 및 드레인 전극을 덮으며, 드레인 전극 우단부의 상면 및 측면을 드러내는 보호층을 형성한다. 
이어, 보호층 상부에 투명 도전 물질을 증착하고 제 4 마스크로 패터닝하여, 드레인 전극과 접촉하는 화소 전극을 형성
한다.
    

여기서, 보호층은 드레인 전극의 우단부에서 " ㄷ" 자 모양을 가질 수 있다.

이와 같이, 본 발명에 따른 어레이 기판에서는 드레인 전극 상부의 보호층을 패터닝하여 드레인 전극 우단부의 상면과 
측면을 동시에 드러내도록 형성하고, 화소 전극을 형성하여 화소 전극이 드레인 전극과 평면 및 측면 접촉하도록 함으
로써 화소 전극과 드레인 전극 간의 단선을 방지할 수 있다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치용 어레이 기판 및 그 제조 방법에 대하여 상세
히 설명한다.

도 3은 본 발명에 따른 액정 표시 장치용 어레이 기판에 대한 평면도이고, 도 4는 도 3에서 Ⅳ-Ⅳ선을 따라 자른 단면
도이다.

도 3 및 도 4에 도시한 바와 같이, 유리와 같이 투명한 절연 기판(110) 위에 가로 방향을 가지는 게이트 배선(121)과 
게이트 배선(121)에서 연장된 게이트 전극(122)이 형성되어 있다.
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게이트 배선(121)과 게이트 전극(122) 상부에는 실리콘 질화막(SiN x )이나 실리콘 산화막(SiO2 )으로 이루어진 게이
트 절연막(130)이 형성되어 있으며, 그 위에 액티브층(141)과 오믹 콘택층(151, 152)이 순차적으로 형성되어 있다.

오믹 콘택층(151, 152) 위에는 게이트 배선(121)과 직교하는 데이터 배선(161), 데이터 배선(161)에서 연장된 소스 
전극(162), 게이트 전극(122)을 중심으로 소스 전극(162)과 마주 대하고 있는 드레인 전극(163) 및 게이트 배선(1
21)과 중첩하는 캐패시터 전극(165)이 형성되어 있다.

데이터 배선(161)과 소스 및 드레인 전극(162, 163), 그리고 캐패시터 전극(165)은 보호층(170)으로 덮여 있으며, 
보호층(170)은 드레인 전극(163)과 캐패시터 전극(165)을 각각 드러내는 제 1 및 제 2 콘택홀(171, 172)을 가진다. 
이때, 제 1 콘택홀(171)은 드레인 전극(163)의 우단부의 상면과 측면을 동시에 드러내며, 드레인 전극(163)의 우측
면에 접한 부분은 보호층(170) 뿐만 아니라, 게이트 절연막(130)까지 제거되어 있다.

게이트 배선(121)과 데이터 배선(161)이 교차하여 정의되는 화소 영역의 보호층(170) 상부에는 화소 전극(181)이 
형성되어 있는데, 화소 전극(181)은 제 1 및 제 2 콘택홀(171, 172)을 통해 각각 드레인 전극(162) 및 캐패시터 전
극(165)과 연결되어 있다. 여기서, 화소 전극(181)은 드레인 전극(162) 우단부의 평면 및 측면과도 접촉되어 있다.

한편, 화소 전극(181)과 연결되어 있는 캐패시터 전극(165)은 게이트 배선(121)과 함께 스토리지 캐패시터를 형성하
는데, 캐패시터 전극(165)을 생략하여 화소 전극(181)과 게이트 배선(121)만으로 스토리지 캐패시터를 형성할 수도 
있다.

도 5a 내지 도 5e는 이러한 액정 표시 장치용 어레이 기판의 제조 과정을 도시한 것으로, 도 3의 Ⅳ-Ⅳ선을 따라 자른 
단면에 해당한다. 그러면, 도 5a 내지 도 5e를 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 액정 표시 장치용 어레이 기판의 제
조 방법에 대하여 상세히 설명한다.

도 5a에 도시한 바와 같이, 기판(110) 상에 금속 물질을 증착하고 제 1 마스크를 이용하여 패터닝함으로써, 게이트 배
선(121)과 게이트 전극(112)을 형성한다. 여기서, 금속 물질은 기판(110)과의 접착력이 우수하고 저항이 비교적 작
은 물질로 형성하는 것이 좋다.

다음, 도 5b에 도시한 바와 같이 게이트 절연막(130), 비정질 실리콘, 불순물이 함유된 비정질 실리콘을 순차적으로 
증착한 후, 제 2 마스크를 이용한 사진 식각(photolithography) 공정으로 게이트 전극(122) 상부에 액티브층(141)과 
불순물 반도체층(153)을 형성한다.

이어, 도 5c에 도시한 바와 같이 금속층을 증착하고 제 3 마스크를 이용하여 패터닝함으로써, 데이터 배선(도 3의 16
1)과 소스 전극(162), 드레인 전극(163) 및 캐패시터 전극(165)을 형성하고, 소스 전극(162)과 드레인 전극(163) 
사이에 드러난 불순물 반도체층(153)을 식각하여 오믹 콘택층(151, 152)을 완성한다.

    
다음, 도 5d에 도시한 바와 같이 실리콘 질화막이나 실리콘 산화막 또는 유기 절연막으로 보호층(170)을 증착하고 제 
4 마스크를 이용하여 보호층(170)을 패터닝함으로써, 드레인 전극(163)과 캐패시터 전극(165)을 각각 드러내는 제 
1 및 제 2 콘택홀(171, 172)을 형성한다. 여기서, 제 1 콘택홀(171)은 드레인 전극(163)의 우단부를 드러내는데, 드
레인 전극(163) 우단부의 상면뿐 아니라 측면까지 드러내며, 보호층(170)과 게이트 절연막(130)은 식각 선택비가 거
의 없기 때문에, 드레인 전극(163)의 우측면에 인접한 부분에서는 게이트 절연막(130)까지 식각되어 그 하부의 기판
(110)이 드러난다. 이때, 제 1 콘택홀(171)은 드레인 전극의 우단부를 전면적으로 노출시킬 수도 있다.
    

다음, 도 5e에 도시한 바와 같이 ITO와 같은 투명 도전 물질을 증착하고 제 5 마스크를 이용하여 패터닝함으로써, 제 
1 및 제 2 콘택홀(171, 172)을 통해 드레인 전극(163) 및 캐패시터 전극(165)과 접촉하는 화소 전극(181)을 형성한
다.

여기서, 화소 전극(181)은 드레인 전극(163) 우단부의 평면 및 측면과도 접촉하게 되어 식각에 의한 단선을 방지할 
수 있다.
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또한, 드레인 전극(165)의 우단부를 노출시켜 화소 전극(181)과 접촉시키므로 드레인 전극(165)의 크기를 종래에 비
해 감소시킬 수 있어, 개구율이 향상된다.

그런데, 이와 같이 5장의 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 어레이 기판을 제조할 경우, 사진 식각 공정에는 세정, 
감광막 도포, 노광 및 현상, 식각 등 여러 공정을 수반하고 있기 때문에 제조 시간이 길고 제조 비용이 큰 문제가 있다. 
따라서, 마스크 수를 줄여 어레이 기판을 제조하는 것이 바람직하다.

이러한 본 발명의 제 2 실시예에 대하여 도 6 및 도 7에 도시하였는데, 도 6은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정 표시 
장치용 어레이 기판의 평면도이고, 도 7은 도 6에서 Ⅶ-Ⅶ선을 따라 자른 단면도이다.

도 6 및 도 7에 도시한 바와 같이, 기판(210) 위에 일 방향의 게이트 배선(221)과 게이트 배선(221)에서 연장된 게이
트 전극(222)이 형성되어 있다.

게이트 배선(221) 상부에는 게이트 절연막(230)이 형성되어 게이트 배선(221) 및 게이트 전극(222)을 덮고 있다.

이어, 게이트 절연막(230) 위에는 반도체층(241, 245)이 형성되어 있고, 그 위에 오믹 콘택층(251, 252, 255)이 형
성되어 있다. 여기서, 게이트 전극(222) 상부의 반도체층(241)은 박막 트랜지스터의 액티브층이 된다.

    
오믹 콘택층(251, 252, 255) 위에는 데이터 배선(261)과 소스 및 드레인 전극(262, 263), 그리고 캐패시터 전극(2
65)이 형성되어 있다. 데이터 배선(261)은 게이트 배선(221)과 직교하여 화소 영역을 정의하고, 소스 전극(262)은 
데이터 배선(261)에서 연장되어 있으며, 드레인 전극(263)은 소스 전극(262)과 분리되어 게이트 전극(222)을 중심
으로 소스 전극(262)과 마주 대하고 있다. 캐패시터 전극(265)은 게이트 배선(221)과 일부 중첩하여 게이트 배선(2
21)과 함께 스토리지 캐패시터를 형성한다.
    

여기서, 오믹 콘택층(251, 252)은 데이터 배선(261), 그리고 소스 및 드레인 전극(262, 263)과 같은 모양을 가지며, 
반도체층(241)은 소스 및 드레인 전극(262, 263) 사이 즉, 박막 트랜지스터의 채널에 해당하는 부분을 제외하고 데이
터 배선(261), 소스 및 드레인 전극(262, 263)과 같은 모양을 가진다.

다음, 데이터 배선(261)과 소스 및 드레인 전극(262, 263), 그리고 캐패시터 전극(265) 상부에는 보호층(271, 272)
이 각각 형성되어 이들을 덮고 있으며, 제 2 보호층(272)은 캐패시터 전극(265)을 드러내는 콘택홀(273)을 가진다. 
여기서, 제 1 보호층(271)은 소스 및 드레인 전극(262, 263)과 데이터 배선(261)의 일부를 덮고 있는데, 드레인 전
극(263) 부분에서는 " ㄷ" 자 형상으로 이루어져 드레인 전극(263)의 우단부를 드러낸다.

다음, 화소 영역에는 ITO와 같은 투명 도전 물질로 이루어진 화소 전극(281)이 형성되어 있는데, 화소 전극(281)은 
드레인 전극(263) 및 캐패시터 전극(265)과 연결되어 있다. 이때, 화소 전극(281)은 드레인 전극(265)과 평면 및 측
면 접촉하며, 캐패시터 전극(265)과는 콘택홀(273)을 통해 접촉한다.

본 발명의 제 2 실시예에서도 앞선 제 1 실시예와 마찬가지로 캐패시터 전극(265)을 생략하고, 화소 전극(281)과 게
이트 배선(221)만으로 스토리지 캐패시터를 형성할 수 있다.

또한, 여기서는 캐패시터 전극(265) 상부에 제 2 보호층(272)이 형성되어 있는데, 제 2 보호층(272)은 생략할 수도 
있으며, 이러한 경우 화소 전극(281)과 캐패시터 전극(265)은 직접 접촉이 된다.

이하, 이러한 액정 표시 장치용 어레이 기판의 제조 과정에 대하여 도 8a 내지 도 8d를 참조하여 상세히 설명한다. 도 
8a 내지 도 8b는 도 6에서 Ⅶ-Ⅶ선을 따라 자른 단면에 해당한다.

먼저, 도 8a에 도시한 바와 같이 투명 기판(210) 위에 금속 물질을 증착하고 제 1 마스크를 이용하여 패터닝함으로써, 
일 방향의 게이트 배선(221) 및 게이트 배선(221)에서 연장된 게이트 전극(222)을 형성한다.
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이어, 도 8b에 도시한 바와 같이 게이트 절연막(230)과 비정질 실리콘층 및 불순물로 도핑된 비정질 실리콘층을 차례
로 증착하고 금속층을 스퍼터링과 같은 방법으로 증착한 후, 제 2 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 패터닝하여 데
이터 배선(도 6의 261)과 소스 및 드레인 전극(262, 263), 캐패시터 전극(265), 그리고 오믹 콘택층(251, 252, 25
5) 및 반도체층(241, 245)을 형성한다.

이때, 제 2 마스크는 소스 및 드레인 전극(262, 263) 사이에 대응하는 부분에 다수의 슬릿과 같은 미세한 패턴이 형성
되어 있어, 회절 노광을 이용하여 한 번의 식각 공정으로 여러 층의 막을 한꺼번에 식각함으로써 마스크 수를 감소시킬 
수 있다.

    
다음, 도 8c에 도시한 바와 같이 실리콘 질화막이나 실리콘 산화막 또는 유기 절연막을 증착한 다음, 제 3 마스크를 이
용한 사진 식각 공정으로 패터닝하여 보호층(271, 273)을 형성한다. 제 1 보호층(271)은 소스 및 드레인 전극(262, 
263)과 데이터 배선(261)의 일부를 덮고 있으며, 드레인 전극(263)의 우단부에서는 " ㄷ" 자 형상으로 이루어져 드레
인 전극(263) 우단부의 평면 및 측면을 드러낸다. 여기서는 드레인 전극(263) 우단부를 일부만 드러내고 있으나, 완전
히 드러내도록 형성할 수도 있다. 이러한 경우 제 1 보호층(271)의 오른쪽 부분은 " ㄷ" 자 형상으로 이루어지지 않을 
수도 있다. 한편, 제 2 보호층(272) 형성시 캐패시터 전극(265)을 드러내는 콘택홀(273)도 함께 형성된다.
    

앞서 언급한 바와 같이 제 2 보호층(272) 및 콘택홀(273)은 생략할 수도 있다.

이어, 도 8d에 도시한 바와 같이 ITO와 같은 투명 도전 물질을 증착하고 제 4 마스크를 이용한 사진 식각 공정으로 화
소 전극(281)을 형성하는데, 화소 전극(281)은 제 1 보호층(271)으로 덮이지 않고 드러난 드레인 전극(263)과 연결
되고, 제 2 콘택홀(273)을 통해 캐패시터 전극(265)과도 연결된다. 이때, 화소 전극(281)은 드레인 전극(263)의 우
단부와 평면 및 측면 접촉한다.

이와 같이, 본 발명의 제 2 실시예에서는 액정 표시 장치용 어레이 기판을 4장의 마스크를 이용하여 제조함으로써 제조 
공정을 감소시킬 수 있다.

본 발명의 제 2 실시예에서는 보호층을 화소 영역에서 모두 제거하였으나, 앞선 제 1 실시예에서와 같이 보호층이 기판 
전면에 형성되도록 하고, 보호층에 드레인 전극의 우단부를 드러내는 콘택홀을 형성할 수도 있다.

본 발명은 상기한 실시예에 한정되지 아니하며, 본 발명의 정신을 벗어나지 않는 이상 다양한 변화와 변형이 가능하다.

    발명의 효과

본 발명에 따른 어레이 기판에서는 드레인 전극 상부의 보호층을 패터닝하여 드레인 전극 우단부의 상면과 측면을 동시
에 드러내도록 형성하고, 화소 전극을 형성하여 화소 전극이 드레인 전극과 평면 및 측면 접촉하도록 함으로써 화소 전
극과 드레인 전극 간의 단선을 방지할 수 있다.

또한, 본 발명에서는 어레이 기판을 4장의 마스크로 제조하면서, 드레인 전극의 우단부 상에 위치하는 보호층 부분을 " 
ㄷ" 자 모양으로 형성하여 제조 비용을 감소시키면서 화소 전극과 드레인 전극 간의 단선을 방지할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

절연 기판;

상기 기판 상에 형성되어 있으며, 서로 교차하여 화소 영역을 정의하는 다수의 게이트 배선과 데이터 배선;

 - 7 -



공개특허 특2002-0058270

 
상기 게이트 배선 및 데이터 배선과 전기적으로 연결되어 있으며, 게이트 전극과 소스 전극 및 드레인 전극으로 이루어
진 다수의 박막 트랜지스터;

상기 게이트 배선과 데이터 배선 및 박막 트랜지스터를 덮고 있으며, 상기 드레인 전극의 우단부의 상면 및 측면을 드러
내는 콘택홀을 가지는 보호층;

상기 화소 영역에 형성되어 있으며 상기 콘택홀을 통해 상기 드레인 전극과 평면 및 측면 접촉하는 화소 전극

을 포함하는 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,

상기 박막 트랜지스터는 반도체층을 더 포함하며, 상기 반도체층은 상기 소스 및 드레인 전극 사이를 제외하고 상기 데
이터 배선, 상기 소스 및 드레인 전극과 같은 모양으로 이루어진 액정 표시 장치용 어레이 기판.

청구항 3.

기판;

상기 기판 위에 일 방향을 가지는 다수의 게이트 배선과 상기 게이트 배선에 연결되어 있는 게이트 전극;

상기 게이트 배선과 상기 게이트 전극 상부에 형성되어 있는 게이트 절연막;

상기 게이트 절연막 상부에 형성되어 있는 반도체층;

상기 반도체층 상부에 형성되어 있는 오믹 콘택층;

상기 오믹 콘택층 상부에 형성되어 있고, 상기 게이트 배선과 교차하여 화소 영역을 정의하는 데이터 배선, 상기 데이터 
배선에서 연장된 소스 전극 및 상기 소스 전극 맞은편에 위치하는 드레인 전극;

상기 데이터 배선과 및 상기 게이트 배선의 교차 부분과 상기 소스 및 드레인 전극을 덮고 있으며, 상기 드레인 전극의 
우단부에서는 " ㄷ" 자 모양으로 이루어져 상기 드레인 전극의 상면 및 측면을 동시에 노출하는 보호층;

상기 화소 영역에 형성되어 있고, 상기 드레인 전극과 연결되어 있는 화소 전극

을 포함하며,

상기 오믹 콘택층은 상기 데이터 배선, 상기 소스 및 드레인 전극과 같은 모양을 가지며, 상기 반도체층은 상기 소스 및 
드레인 전극 사이를 제외하고 상기 데이터 배선, 그리고 상기 소스 및 드레인 전극과 동일한 모양으로 이루어진 액정 표
시 장치용 어레이 기판.

청구항 4.

기판을 구비하는 단계;

상기 기판 위에 게이트 배선과 게이트 전극을 형성하는 단계;

상기 게이트 배선 및 상기 게이트 전극 상부에 게이트 절연막을 형성하는 단계;
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상기 게이트 전극 상부의 상기 게이트 절연막 위에 반도체층을 형성하는 단계;

상기 반도체층 위에 오믹 콘택층을 형성하는 단계;

상기 오믹 콘택층 위에 데이터 배선과 소스 전극 및 드레인 전극을 형성하는 단계;

상기 데이터 배선 상부에 절연막을 형성하고 패터닝하여, 상기 드레인 전극의 우단부의 상면 및 측면을 드러내는 콘택
홀을 가지는 보호층을 형성하는 단계;

상기 보호층 상부에 투명 도전 물질을 증착하고 패터닝하여, 상기 콘택홀을 통해 상기 드레인 전극과 접촉하는 화소 전
극을 형성하는 단계

를 포함하는 액정 표시 장치용 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 5.

제 4 항에 있어서,

상기 반도체층과 상기 오믹 콘택층, 상기 데이터 배선, 상기 소스 및 드레인 전극은 동일한 공정에서 형성되는 액정 표
시 장치용 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 6.

기판을 구비하는 단계;

상기 기판 위에 금속 물질을 증착하고 제 1 마스크로 패터닝하여 게이트 배선과 게이트 전극을 형성하는 단계;

상기 게이트 배선 상부에 게이트 절연막, 비정질 실리콘층, 불순물 비정질 실리콘층 및 금속층을 순차적으로 증착하는 
단계;

제 2 마스크로 상기 금속층과 상기 불순물 비정질 실리콘층 및 상기 비정질 실리콘층을 차례로 패터닝하여 반도체층과 
오믹 콘택층, 데이터 배선, 그리고 소스 전극 및 드레인 전극을 형성하는 단계;

상기 데이터 배선 상부에 절연 물질을 증착하고, 제 3 마스크를 이용한 패터닝 공정으로 상기 데이터 배선 및 상기 게이
트 배선의 교차 부분과 상기 소스 및 드레인 전극을 덮으며, 상기 드레인 전극 우단부의 상면 및 측면을 드러내는 보호
층을 형성하는 단계;

상기 보호층 상부에 투명 도전 물질을 증착하고 제 4 마스크로 패터닝하여, 상기 드레인 전극과 접촉하는 화소 전극을 
형성하는 단계

를 포함하는 액정 표시 장치용 어레이 기판의 제조 방법.

청구항 7.

제 6 항에 있어서,

상기 보호층은 상기 드레인 전극의 우단부에서 " ㄷ" 자 모양을 가지는 액정 표시 장치용 어레이 기판의 제조 방법.
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本发明涉及用于液晶显示器的阵列面板及其制造方法。当在制造阵列面
板的过程中形成保护层沉积在漏电极上部的接触孔时，保护层的表面可
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